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- ) FUNDAMSNTO LE 1A INVENCION

La presente invencidn se refiere en general a
estructuras de condensadores, y wis particularmente a una .
estructura mejorada de condensador de alto campo que em-
plea una regidn de captura o trampa de portadores y que
tiene aplicacidbn papticular en estructuras de condensado-
res dé’semiconductores.

Generalmente se considera que las asperezas o
defectos en 15 superficie del silicio aumentan la corrien-
tg de pérdida:por el aislador y causan perforaciones a ba-
Jo voltaje éﬁ los dispositivos semiconductores de 6xido
metdlico (MOB). Esto se ha demostrado de un modo Tehacientd
para 1os 6xidos térmicos desarrollados sobre la parte su-
perior de silicio policristalino por D. J. Diliaria ¥y D. R,
Kerr en."*nterface effects and High Conductivity and Oxi-

des Grown Form Polycrystalline £ilicon", Applied Physics

Letters, Volumen 27, n? 9, 1 de noviembre de 1975, pp.
505-5G7. TLos bxidos térmicos desarrollados sobre silicio
policristalino son importantes para diversos tipos de dis-~
positivos basados en la tecnologia del 5i, tales como 1os
K0S de Inyeccibén de Avalancha Flotante (FAMCS), Dispositi-
vo de Inyeccién de Avalancha idaptable (RADI), y Disposi-
tiﬁé con Acoplamiento de Carga (CCD). Se cree que estas
-asperezas causan la existencia de campos localmente altos,
que a su vez causan altas densidades localizadas de corriey

tes de reposo (a través de un efecto tlnel Fowler—ﬂordhlem

"Se cree’ que las aspercéas sobre la supérficie de

uustratos metdllcou de condensadores de pelicula delgada




P TR,072 . 2
. - Hoja nam., —

| c2uBan perforaciones a bajo campo de sustancialmente el
mismo modo que las observadas en. el caso de bxidos térmi-
cos desarrollades sobre silicio polidristalino. Lo gque se
precisa es un‘modo de reducir los puntos de alto campo o
5 ./su efecto debido a las asperezas entre el sustrato y el
aislante en una estructura de condensador, para mecjorar

la corriente de pérdida y el voltaje de perforacidén de esa

estruectura.

RESUMEN DE LA INVERCION

—

10

Seglin la invencién, se incorpora una rezgidn o
capa de captura-de vortadores en el aislante, Jjunto al
sustrato. En la aplicacidén de la invencidn a una estruc-
15 |tura de un NCS, la regidn o capa de captura estd en forma
de trampas de electrones introducidas en el aislante de
SiOE. Las gréndes densidades de corriente locales debidas
a las asperezas cargan facilmente las trampas de electyo-
nes en los puntos de alto campo, reduciendo asi a su vesz
20 |(los campos y. las corrientes locales. ILa regidén o capa de
captura ha de estar tan préxima al silicio como sea rosi~
ble, para maximizar el efecto de las cargas capturadas so-
bre los campos locales, pero lo bastante alejada para eli-
minar la posibilidad del efecto ténel inverso‘por la des-
25 |carga dé las trampas en ausencia de voltaje aplicado.

En el caso de una estructura MOS en la que se
deposita primero poli-Si sobre Si de un solo cristal y des~
pués se oxida térmicamente de modo parcial, se deécriben -
:especificamente tres modos de formar. la regién o capa ‘de
30 |[captura. Irimero, se forma una capé'térmica1de1gdda de

20028
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_Si02 sobre el Si policristalino, o poli-Bi. Esta capa del

gada-de SiOa.térmico pucde formarse oxidando térmicamente
el poli-Si. Sobre la capa delgada de 8102 térmico se de-
posita una capa de.SiO2 CVD relativamente Qruesa. In esta
estructura, la capa Ae Siog'CVD actia como regién de cap-
tura de electrones, Ln segundo lugar, la eficacia captu-

radora de electrones de esta estructurs puede mejorarse

sustdhcialmente dépositando una capa de captura muy fina
sobre la capa de 8102 térmico, antes de depositar la capa
relativamentéigruesa de SiO2 CVD. Un metal preferido para

esta capa es el wolframio, pero pueden usarse también

‘otros Atomos, tales como aluminio. Esta capa no es conti-

nua, sino que puede considerarse como muchos puntos muy
delgados, como muestran D. R. Young, D. J. DiMaria v N.A.
Boaarcuk en "Zlectron Trapping Characterl,tlcs of W in
5102 s Journal of Applied Physics", agosto 1977. Esta es-
tructura pefgita definir de modo muy preciso la localiza~

cién de las :trampas de electrones. FPinalmente, una alter-

-nativa a esta estructura que incluye la capa delgada es

una estructura en la que el aislante entre el Si policris-
talino, o poli-Si y el electrodo metilico es enteramentc
de-SiO2 térmico. ILa regidn o capa de capbura de electro-
nes se forma en este aislante por implantacién idnica de

fésforo, arsénico o aluminio cerca de la interfaz entre

.el poli-3i y el 510, térmico,

En el caso de condensadores de pelicula delgada,

un sustrato tipico puede ser téntalo o aluminio, Sobre es

te sustrato se’ desarrolla qulmlcdmente un dxido del sus-

'trato. En el caso de un- sus strato de- uantalo, el aislante

seria Ta 5, mlentras que en el ¢aso de un uusbrato de
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aluminio, el ailslanbte seria A1205. Tal come sec aplica a

esta estructura, y scsin la invencidn, se forma una regidn
o capa de captura de electrones muy cerca de la interfaz
entre el sustrato y el éxido desarrollado quimicamente por

. 4 .« P 0] .
5 | implantacion idnica.-

BRIEVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Otras ventajas, o aspectos y usos de la presente
10 | invencidn se-ﬁondrén de manifiesto en la siguiente descrip
cidn detallaﬁa de la invencibn, conjuntamente con los di-
bujos anexos,.en los que: '

la Pig, ; es una representacidén en corte trans-
versal de una estructura MOS tipica;
15 } . la Figura 2 es una representacidn en corte trans
versal de una estructura MOS segln una realizacidn de la
invencidn;

la~Eigura % es una vista en corte transversal
de una estructura MOS segin una segunda realizacidn de la
20 | invencidn; 5
la Figura 4 es una vista en corte transversal de

una estructura MOS segln una tercera realizacibdn de la in

veneidng N
la Figura 5 es una grafica que muestra la densi
25 dad'de'corriente de reposo (eje de ordenadas) medida en
funcibdn de la magnitud del campo medio en MV/cm (eje de
abscisas) para ﬁna polarizacién de puerta positiva de las
Muestras A, B y C que corresponden a las Figuras 1, 2y 3-
”erSpedtivamente;; A 7 7

56 o lé Figura'6res una gréficé que'represeﬁta la

20028
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| densidad de corrien ‘e de reposc medida en funcidn de la
mqgnltud del campo nedio pdra poldrlaacwon de puerta ne-
gativa, dc las hucbtras A ByCy Ou lOo eges 5e represen-~
tan las mismas magnitudes que en la Figura 5,

la Figura 7 es un histograma de la Nuestra A,
del tapto por ciento de casos de perforacidén del dieléc-—
trico en funcidn de la magnitud del campo medio bajo pola
rizacidn de puertégpqsitiva, ¥y

lg Eigupa 8 e5 un histograma de la Muestra c,
del tanto por'cieﬁto de casos de perforacidn de dieléctri
co en func1on de la magnitud del campo medio bajo polari
‘zacidn de puerta negativa.

En las figuras 7 y 8 : [J significa INICTAL (AU-
TORREGENERANTE) y.[3 FINAL DESTRUCTIVA.

DESCRIPCION DR le RLATIbACIOhLO PREFERIDAS

Lg-@eposicién de silicio policristalino sobre
silicio de un sbélo cristal degenerado, la impurificacidn
del policrigtalino, ¥ la posterior oxidacién térmica, se
describen, por ejemplo, en el articulo antes citado de
D. J.. DiMaria y D. R, Kerr. La Figura 1 ilustra esta es-
tructura en corte transversal. El poli-3i se deposita so-
bre un sustrato de Si de un sblo cristal y despubs se oxi
_da térmicamente para producir un aislante de 510,. Sobre
este aislante de SiO2 Se deposita un electrode metilico,
tipicamente aluminio. Como se ilustra en la Figura 1, la

ihterfaz entre el poli-Si y el SiO? térmico es bastante

'rugoba ¥ no- unlforme. Loc puntou altog, es decir los pun— T

-tos mas prox¢m0a al electroao metdllco, a cauua de @stas
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asperczas, son puntos de altos campos. Aunque la corrien
te media de un lado a otro de la interfaz puede ser re-
lativamente pequefia, las altas corrientes lbcalizadas, de
bidas a los altos campos en los puntos altos localizados,
pueden causar una perforacidén local del aislante de SiO2
a campos medios relativamente bajos.

IEn la estructura MHMO3 mostrada.en la Figﬁra 2,
la capa de SiOeltéfmico es relativamente delgada, tenien
do un espesor a. Esta capa puede estar formads oxidando
térmicamente el poli-Si. Sobre esta capa relativamente del]
gada de Siog'térmico, se forma una capa congidcrablemente
més gruesa dé SiO2 pirolitico o CVD. El espesor de la capa
de SiO2 CVD esté ipdicado por b. Aunque la capa de 8102
térmico no tiene muchas trampas de electrones, la capa de
5102 CVD muestra una cierta eficacia de captura de elec-
trones. Se cree que esta eficacia de captura de electro-
nes esti relacionada con el contenido de agua del SiO2
CVD. '

Se consigue una mejora sustanciai en la estruc-
tura mostrada en la Figura 2 por medio de la modificacidén
ilustrada en la Figura 3. Aqui, se deposita primero una
capa.de wolframio sobre la capa relativamente'delgada de
810, térmico, antes de depositar la capa més gruesa de
SiO2 CVD. Esta capa de wolframio es extremadamente delga-
da, del orden de alrededor de 10%4 étomos/cme, y como re-
sultado de ello, la capa no es continua. Esta capa puede
considerarse como compuesta de muchos puntos de wolframio.

Aunque se ha empleado wolffamio en una construccidén espe-

tlran que podrian usarse otros &tomos, como por eaemplo
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aluminio.

Para demostrar las yentajao de la invencibn, se
fabricaron estructuras 1503, segin laS rlguras l, 2y 3,
¥y se denominaron Muestras A, By C, respectivamente, como

sigue:
Muestra A

A1-510, térmico ( 450 § )-poli-si (3,5 x 1073
L.cm n), '

~Muéstra B

Al-olOa CVD (520 n)—ulo termlco (70 R)—poll-bl
(3,5 x 1072 4% ¢cn n).

Muestra C

A1-810, CVD (520 R)-w (unos 10™* &tomos/cn?)-
-5810, térmico (70 R)-poli-8i (3,5 x 1073 . en n).

En cada una de las lMuestras A, By C, los elec
trodos circulares de puerta de aluminio tenian 4reas de
1,3 x 107 -2 cn® ¥y eran de alrededor de 3.000 % de espesor,

No se hizo recocido post-metalizacibén. Todos losg e8peso-

res de los éxidos se determinaron por medio de la capaci

tancia MOS. Las caracteristicas de corriente de reposo-~
~voltaje de puerta aplicado se midieron sobre muestras

v1rgencs usando una variacidn contlnua del voltaae, 0.es

'calonando ul voltaae. Para 1os experlmentos de var1d01on

contlnua del voltaae, se usaron velocidades de variacién
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de 5,1 x 107° MV/em-scg & ©,5 x lO 7 MV/cm=scg. La varia-

cién continua de voltaje se hizo en el oentldo de aumen-
tar la magnitud de, o bien la polar1zac1on rositiva o ne-
gativa, hasta que se alcanzd un nivel de corriente de 8 x
107 A/cmg, 7 después se invirtib el sentido de la varia-
cién. Los datos se han representado en las graficas de las
Figura; 5 ¥ 6, que se han corregido ean la corriente de des—
plazamiento (unos 3,5 x 10"9 A/cme) debida a la velocidad
de variacidn con el ticmpo del voltaje de puerta, El vol~
taje de partida inicial de los experimentos de variacidn
continua fué cuando las corrientes de conduccidén electrd-—
nica comenzaron a dominar con respecto.g la corriente de
desplazamiento, En los experimentos de voltaje escalonado,
la magnitud del campo medio se aumentd desde O V, en es-~
calon2s de 1 MV/cm, para ambas polaridades de puerta, has-
ta que las muestras sufrieron una perforacidn destructiva,
Aunque hubo alzunas diferencias detalladas en las caracte-
risticas de corriente-voltaje, debidas a diferencias en
la acumulacién de carga negativa capturada en las estruc-
turas, las dos técnicas experimentales dieron los mismos
resultados generales,

‘Las Figuras 5-8 muestran claramente que una capa
de captura de cargas climina el efecto de altog.campos lo~
cales debidos a asperezas en la interfaz entre silicio po-
licristalino~-didxido de silicio térmico. En lag Figuras 5
& 6, la ﬁagnitud del campo medio magnitud del voltaje de

puerta dividida por el espesor total de 6xido de la estruce

|tura) requerido para una medida de corriente dada en el

circuito,extefior, es mayor cvando hay pre en1e una- capa.

|de captura para cvalquler polarldad del voltago. Oboervese
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_que la estructura de la Muestra C (con la capa de W) es
mejor que la estructura de 'la Muestra B (sin la capa de
W). Esto es'concordante con la observacidén experimental
de que la eficacia'capfuradora de la estructura con la
capa de W (Muestra C) es mayor que la éstructura con sllo
el 6xido CVD (Muestra B). Las caracteristicas tanto para
la estructura de la Muestra B como de la C, que tienen una
capa'ae Si02 CVD, se desplazan a campos medios mucho mis
altos que la eétructura de la Muestra A. Se cree que la
mayor eficacia capturante de la estructura con la capa de
6xido CVD sobre la capa de 6xido térmico (Muestra B) en
comparacién con la estructura con sblo el éxido térmico
(Muestra A) desarrollado sobre el sustrato de silicio po-
licristalino; est&4 relacionada con el contenidc de agua
del 6xido pirolitico o CVD, La; caracteristicas I~V de las
estructuras de las Muestras C y B estén en la gama de las
de las estructuras MOS que tienen 6xidos térmicos desarro
1llados a partir de sustratos de silicio de un sbélo cristal.
Se cree que la secuencia de sucesos que tienen
lugar en las estructuras de las Mucstras B y C para redu~
cir el efecto de las asporezas es como sigue:

(1) A vajos voltajes de pucrta aplicados, hay
una captura localizada que elimina rédpidamente el efecto
de las asperezas.

(2) A medida que se aumenta el campo, hay una
.
captura uniforme, que desplaza las caracterissicas I-V ha
cia campos medios més altos.
' De las medidas de I-V a voltaje escalonado,-pa—
récé.qué'ha&.una CAptﬁra iééaliZédé,,péfa las estrﬁbturés-

de las Muestras B y C, a muy bajos niveles de corriente
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12 A/cm2) y bajos campos aplicados (& 2

(£ 7,9 x 107
MV/cm) fara cualquiera de las polaridades. Cerca de este
nivel de corriente, habia una notable sepafacién de las
caructeristi@as I-V para las estructuras de las Muestras
B 4 C de las de la éstructura de la Muestra A. Esta se-
paracidn aparecid como un saliente (de 1,5-2 MV/cm de an
cho) cuando la corriente aumentaba muy lentamente hasta
un nivel de corrieﬁte de entre 7,9 x 10712 A/cm2 y39x
1071 A/cm?..Este“saliente era més ancho para la estruc~
tura de la Mﬁestra C (con la capa de W) que para la es-
tructura'de;ia Muestra B (sin la capa de V). Después de
estos salientes, se observa que la capbura uniforme es el
factor dominante para controlar las caracteristicas de I-V
Los datos de las Figuras 5 y 6 son representativos de este
comportamiento de captura uniforme.

La histérésis de los datos representados por las
Figuras 5 & 6 se debe a la captura de electrones. Los da-
tos similapés a las Figurés 5 y 6 en una estructura MOS
con un 6xido térmico de 563 R de un sustrato de silicio
de degeneracién de un sflo cristal mostraban menos histé
resis, para cualquiera de las polaridades de voltaje, que
la obéervada para una polaridad de puerta negativa en la
estructura de la Muestra A, como puede verse en la Figura

6. Ia cantidad de histéresis para cualquiera de las pola=-

‘ridades es la mayor para la estructura de la Muestra C,

a continuacién va la de la estructura de la Muestra B, ¥y

la menor es para la estructura de la Muestra A. La histé-

resis para polarizacién de puerta positiva en la estructu

ra de la Muestra A; como sé muestra en la Figura 5, ha'

“sido indicada por D. J. DiMaria-y D. R. Kgrrfenlel arti-
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culo antes citado y en otros lugares, y se cree que se de
be a,uné mejor captura local en, la capa de 6xid9 térmico,
cerca de los punfos de aito campo,'débido a»las grandes
densidades de corriente locales, En'posteriores ciclos de
variacidén continua de voltaje, todas las estructuras mos—
traron un efecté de memoria, porque una captura de carga

i .
negativa en el ciclo anterior forzaba a las caracteristi
ca de I-V hacia céﬁpqs medios mis altos al comienzo del
ciclo siguignﬁe. El répido aumento de corriente para pola
rizacibén de pﬁerté positiva en la estructura de la Muestra
C es indicadéra del comienzo del embalamiento de corricnte
pféximo a uhalperforacién destructiva,

Si lés diferencias entre los datos I-V de las
estructuras de las Muestras B y G, como muestran las Figu
ras 5 y 6, se deben a una capbtura uniforme de carga nega-
tiva en la capa de W, se podrié, en principio, determinar
la posicibén de esta capa a partir de los desplazamientos
de voltaje gﬁtre las Muestras B y C, usando una téenica
descrita recientemente por D. J. DiMaria en un articulo
titulado "Determination of Insulator Bulk Trapped Charged
Densities and Centroids From Photocurrent-Voltaje Charac-

teristics of MOS Structures", Journal of Applied Physics,

Volumen 47, n2 9, sepliembre 1976, paginas 4073-4077., Es-

ta relacidén de I de corriente fotoeléctrica—V'es
- . A - A + -1
X/L o=\ 13+ ( vg \ /L) / (\ Ve ‘ /)

donde X es el centroide medido a partir de la interfaz de

A1-8i0, CVD, T es el espesor total de éxide de la estruc-
7tﬁragy57Y[XVg+:1'-&léng—[ son las magnitudes de-despla |

zamiento de los #olféjés de puerta a un nivel'constahte de
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|_corriente fotoeléctrica para polarizacién de puerta posi-
rtiva ¥y negativa, respectivamente, Uéando esta ecuacidn y
los valores experimentales de \A VG'I'\ /Iy ‘ A Vg"l /L
de los datos de las Figuras 5 y 6, la capa de ¥ se localizf
a una distancia de 72 % de la interfaz entre Si policris-
talino—8102 térmico, que estd en excelente acuerdo con el
valor medido de 70 R. S6lo se usaron los datos de niveles
de corriente de menos de % x lO"8 A/cm2, para evitar la
region de embalamiento de corriente en la estructura de la
Muestra C para polarizacidn positiva de puerta.

Las Figuras 7 y 8 muestran las distribuciones de
autorregeneracién y de perforacidn destructiva para pola-
rizacidn positiva de puerta (inyeccién de Si policristali
no) en las estructuras de las Muestras A y C. Ambas dis-
tribuciones para la Muestra C en la Fig. 8 muestran muy
pocaé perforaciones 5 bajo campo medio que sonr caracteris
ticas de superficies de silicio policristalino oxidado tér
micamente, como se mucstra en la Figura 7 pare la Muestra
A. De hecho, estos histogramas de la Figura 8 se dislri-
buyen muy apretadamente alrededor de un campc medio de 8,8
MV/em para tales condensadores de gran superficie, compa-
rados con las estructuras MOS de Si de un sblo cristal oxi
dado térmicamente, 5

La posicidn de la capa de captura de W se £ijd

préxima a la interfaz de Si policristalino-Si02 térmico

\ : .
para maximizar la reduccidn de campo entre la carga captu
rada negativa y esta interfaz, minimizan@o al mismo tiempo
la posibilidad de descarga por emisitn térmica con campo
auxiliar,iq'émiéién de ?ampb} a'lg'banda deicdn@uccién del

bxido CVD en la regidn aumentada en campo en la capa de
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_6xido CVD. 8in embargo, la regidn del W se escogid lo bagr
tante alogada de, 11 1nterfaz de. 51 pollcrlu a11n0~0102
térmico para evitar el efecto ténel inverso al poli~Si,
En general, la regidén del W ha de ser mayor de alrededor
de 40-50 2. FPor otroﬁlado, la regidén del W no ha de estar
tan lejos de lé.interfaz entre S5i policristalino~3102 tér
mico para que las caréas capturadas tengan un menor efecto
sobre los campos debido a las asperezas en la superficie
del silicio, Con base en consideraciones précticas, la md
xima distanoié de la regifn del W a la interfaz entre Si
policristEliﬁ?-SiOe térmico ne ha de ser mayor de alrede-
'dﬁr de 150‘3} Y preferiblemente ha de ser del orden de me
nos de 100 R, ‘

Auﬁque es muy eficaz el uso de un metal para la
capa de captura, tal como wolframio, en la estructura de
la tluestra C, la estructura de la Muestra B demuestra que
pueden usarse otras capas de captura para conseguir reduc
ciones y aumentos de-corriente en los voltajes de perfora
cibén segln la invencién. Estas capas de captura podian for
marse por implantacidén idnica, evaporacidén, o deposicibn
quimica de vapor. Por ejemplo, la estructura mostrada en
la.Figura 4 es esencialmente la misma que la estructura
mostrada en la Figura 1, excepto en que sc¢ han implantado
iones en la capa de 8102 térmico en una regibén correspon-
»diente a la regidén del W en la Figura 3. Los iones implan
tados pueden ser de fésforo, arsénico o aluminio. Se ha
encontrado que el arsénico es particularmente eficaz para
férmar trampas de electrones en la capa de SiOg_férmico.

La técnicé de usar una capa’de capfura para aumentar los

voltajes de perforacién podia usarse en otras estructuras
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de condensadores ademds de las estructuras MOS. Por ejem-
plo, es conocido_ol Tabricar condensadores de pelicula .del
gada a partir de un sustrato de tantalo o aluminio desa-
rrollado quimicomente un éxido del sustratb como aislante
del condensador. En el caso de un sustrato de tantalo, el
aislante seriagTa205, mientras. que en caso de un sustrato
de aluminio; el aislante seria A1203. La interfaz entre
el sustrato y el dxido aislante tiene asperezas que tien-
den a limitar Ql campo de perforacidn de¢ estos condensa-
dores de pelicula delgada. Bn este tipo dé_estructuras,
pucde formarse una regidén de captura de electrones muy
préxima a la interfaz entre el sustrato y el Oxido aislan

te por implantacién idnica.
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REIVINDICACTONLS

Los puntos de invencidn propia y nucva que se
ﬁresentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten
te de Invencién én Espana, por: VEINTE afios, son ios que se
recogen en iés reivindicaciones siguientes,

12. Una estructura de condensador de alto campo
que comprende:-un par de electrodos separados, y una capa
alslante dispersada entre dicho par de electrodos, tenien
do dicha capa aislante una regién de captura de portadores.

22, Una estructura de condensador de alto campo
seglin la reivindicacién 12, en la que uno de dichos elec-
trodos es un sustrato y la capa aislante es un éxido del
sustrato, teniendo la interfaz entre el sustrato y eliéxi
do as?erezas que tienden a prodﬁcir altos campos localiza
dos, estando dicha regidén de captura de portadores muy cer
ca a dicha interfaz, y cargindose répidameﬁte pafa reducir
los grandes campos localizados debidos a las asperezas,

58. Una estructura de condensador de alto campo
segin la reivindicacidn 228, que es una estructura NOS que
comprende un material de sustrato de base de silicio dé un
sélo cristal, que tiene depositada sobre si una capa de
silicio policristalino, estando la capa de silicio poli-
cristalino parcialmente oxidada térmicamente para formar
una capa de Oxido térmico relativﬁmente delgada, habiendo

una capa relativamente gruesa de Si02 CVD depositada sobre

r_lé capa de dxido térmico delgada, y un eleéctrodo metélico

VdépbsitadO'éobfé la capa de’SiOa'CVD.f

48, Una estructura de condensador de alto campo
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segln la reivindicacidn 3%, en la que el espesor de la ca
pa de Oxido térmico delgada es suficientemente grande para
eliminar sustancialmente-la posibiiidad de ﬁn efecto th-
nel inverso ﬁor la descarga de las trempas en ausencia de
un voltaje aplicado,’

o8, Uﬁa estructura de condensador de alto campo
seglin la reivindicacidén %2, en la que el espesor de la ca
pa de 6xido térmiéd relativamnente delgada es mayor de 40 it

62, Una estructura de condensador de alto campo
segin la reivindicacidn 52, que incluye ademis una capa

metilica muj'fina entre la capa relativamente delgada de
bxido térmico y la capa de 510, CVD.
72. Una estructura de condensador de alto campo

segln la reivindicacidén €2, en la que dicha capa metilica

14 étomos/cm2.

es de wolframio y de alrededor de 10

82, Una estructura de condensador de alto campo
segun la reivindicacibén 62, en la que el espesor de la ca
pa de 6xido:férmico delgada es suficientemente grande para
eliminar sustancialmente la posibilidad de un efecto tlnel
inverso por la descarga de las trampas en ausencia de vol
taje aplicado.

92, Una estructura de condensador de alto campo
segln la reivindicacibén 62, en la gue el espesor de la ca
pa de éxido térmico relativamente delgada es mayor de 40

102, Una estructura de condensador de alto campo
segfiin la reivindicacidén 22, en la que dicha regibén de cap
tura de portadores esta formada en dicho &xido por implan
tacidn idnica. .

2,

‘segln la reivindicacién 102, que tiene una estructura MOS

113, Una estructura de cpndgnsédpride alto campol
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que comprende un sustrato de base de silicic de un sdlo
'cristal; sobre la que se depos 1ua una capa de silicio po-
licristaiino,'estando 1a capa. de silicio poiicristalino
parcialmente oxidada térmicamente para formar el aislan-
te de bxido de la estructura del condensador, y un elec-
trodo metdlico depositado sobre el aislante de 6xido, es-
tando‘formada la regidén de captura de portadores por im-
plantacidn iénica'én_una region muy prbéxima a dicha inter
faz,

128, Unéﬁestructura de condensador de alto campo
segln la-rei%indicacién 112, en la que los iones implan-
tados en la‘fegién de captura de portadores estén seleccig

nados del grupo que consta de fdsforo, arsénico y alumi-

138, Una estructura de condensador de alto campo
seglin la reivindicacidén 122, en la que los iones implan-

tados en la regidn de captura de portadores son de arsé-

148, Una estructura de condensador de alto campc
seglin la rgivindicacién 102, en la que dicha estructura
de condensador que es un condensador de pelicula delgada
formado desarrollando quimicamente un 6xido sobre un sus-
trato metélico.

158, Una estructura de condensador de alto campo
segin la reivindicacién 142, en la que dicho sustrato me-
tédlico estéd seleccionado del grupo que consta de téntalo
y aluminio, y el 6xido desarrollado sobre el sustrato es-
té seleccionado del gTupo que cons ta de l‘a205 v Algo51

:'reqpeCtlvamente, estando formada dlcha 1cﬂ10n de captura

de portadoreq por 1mplantacnon idnica en dlcho oxldo.
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162, "UNA SSTHUCTURA DE CONDENSADOR".

Tal y como se ha descri‘cg en la memoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompailan y con
los fines que se han especificado.

Esta memor'i.a consta de dieciocho hojas escritas
a miquina por una sola cara.

Madrid, 25FEB?q78
. P.A,

Fernapdp de Elzgbure
Por P
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